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ンジスタ構造のうちで、特に高周波動作性を実現している GaN-HEMT(High Electron 
Mobility Transistor)構造に焦点を当てて研究を進めた。GaN-HEMT は、従来の単結晶基板
と異なり、hetero junction で構成されているため、平衡状態で junction 部に 2次元電子ガス
構造が形成される。更に結晶中に多くの欠陥が存在するため、電流が刻々と劣化するコラ
プス現象が観測されている。gate 電極端に生じる高電界が高耐圧実現を妨げる要因になっ
ていることも知られている。一般に、これを回避するために gate 電極周辺に field plate と
呼ばれる電極を埋め込み、電界集中を緩和し、所望のトランジスタ特性を実現している。 
GaN-HEMT を製品として応用するためには、すべての電気的特性を正確に、かつ簡潔に記
述するコンパクトモデルが必要である。著者は各社各様の構造で製造される field plate に対
して適用できるコンパクトモデルを開発した。トランジスタ設計にも適用可能な物理モデ
ルをターゲットとした。 










 第 5章で、開発した field plate モデルを組み込んだ HiSIM-GaN を用いて回路の性能評価





































備考 審査の要旨は，1,500 字程度とする。 
